BF 819

SILIZIUM - NPN - TRANSISTOR
mit hoher Sperrspannung,
fiir “FS-Horizontal-Ablenk- Treiberstufen

o104 o]
Mechanische Daten: 38
_& . 3:8 ~la—(05
Gehduse: Kunststoff, f 36 !
JEDEC T0-202
Der Kollektor ist mit ’J L ggi J
dem Montageflansch 86
leitend verbunden. nﬁxl
MaBangaben in mm. T B
122 2,4max
min
*— 08 05
E(C| |B Y J
254 1,5—-1 —
VE720267
4Emax
(10 —»f f
EKurzdaten:

Kollektor~Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorstrom, Scheitelwert
Gesamtverlustleistung bei &G g 75°%¢C

Sperrschichttemperatur

Gleichstromverstidrkung
bei UCE =10V, IC = 20 mA

Speicherzeit
in Horizontal-Ablenk-Treiberstufen

(=]

= max. 300 V

CB 0

UCE o0 = max. 250 V
Ic Ay = max. 100 mA
Ic M = max. 300 mA
Ptot = max. 6 :'
SJ = max. 150 C
B = 45

t = 0,5 s
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BF 819

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 02 UCB o = max. 300 V
- <
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei RBE = 1 kQ: UCE R = max. 300 V
. N, _ . 25
bei IB = 0: UCE o = max 50 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC N max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 300 mA
Gesamtverlustleistung bei SG § 75°%C: Ptot = maX. 6,0 W
. < o
= B = . w
bei $U 75°C Ptot max 1,2 .
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 130 C
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °c
8 = max. 150 °C
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G § 12,5 E/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ryy S 62,5 K/W
15 VX 30819 oo
Prot max Prot max \
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BF 819

EKennwerte: bei 8J = 25%

Kollektor-Reststrom

bei IE =0, UCB = I50 V2 I

Emitter-Reststrom
bei Ic =0, UﬁB =3 V: IEB 0 50 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei Ic = 200 mA, I, = 20 mA: U

B CE sat
Gleichstromverstarkung
bei UCE =10V, Ic = 20 mA: B = 45
Kollektorkapazitét
bei UCB =30V, I

Speicherzeit
in Horizontal-Ablenk-Treiberstufen: t = 0,5 ps

A

CB 0 50 nA

[ 7o

A

11V

[[ZaN

E = 0, f»= 1 MHz: ) C

7282956
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BF 819

Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 8. = 25°¢C

I Gleichstrombetrieb, I1I Pulsb.etrieb, VT=0’01
1 7200021,
'C V1'0,01
A IcMmax \tp=
(A Y \\T‘?1ous
N
20
\
N @\ 50
10-1 |C AVmax \

102
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10 102 Ugg (V) 103
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BF 819
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BF 819

CC
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BF 820
BF 822

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN,
mit Komplementirtypen BF 821 / BF 823 fiir Video-B-Endstufen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, S0T-23,
23A3 DIN 41 869

Stempel: BF 820: 1V
BF 822: 1X

MaBangaben in mm.
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Draufsicht
Kurzdaten; BF 820  BF 822
Kollektor-Sperrspannung UCB 0= max. 300 250 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g = max. 300 v
UCE o = max. 250 V

Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U é 35°¢C Ptot = max. 310 mW
Sperrschichttemperatur 35 = max. 150 °c
Gleichstromverstarkung 5

bei UCE =20V, IC = 25 mA B E] 50
Transit-Frequenz N

bei UCE =10V, IC = 10 mA fT = 60 MHz

1% VAIVD



BF 820
BF 822

Absolute Grenzwerte:

-

Kollektor-Sperrspannung bei I, = 0:

E
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei RBE = 2,7 kQ:

0:
0:

bei IB
Emitter-Sperrspannung bei I
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwerts:

C

Gesamtverlustleistung bei 8U é 35°C: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und den Anschliissen:

zwischen den Anschliissen
und den Lotfldchen des Substratss:

zwischen den Lotfldchen und Umgebung: )

1) Transistor auf Keramik-Substrat 0,7 mm ven 2,5 cm2 Fliche

BF_820

UCB o = max. 300

UCE g = max. 300

UCE o = max.

UEB 0= max. 5
Ic Av = bax. 50
IC M = max. 100
Ptot = max. 310
0J = max. 150
8S = min. -65
88 = max. 150
Ren g/a = 50
Ben ass = 260
RBen s/u = 60

400 VX 73 0136

Ptor max
(mW)
300
!
N
200 N
SN
'\‘\_ R
100 ™
RN
% 50 100 0 150
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<

Ooﬁcﬁoi E E < =<
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BF 820
BF 822

Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, UCB = 200 V: ICB 0 = 10 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom o <
bei RBE = 2,7 kQ, UCE = 200 V, 8J = 150 C: ICE R = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei I, = 30 mA, I, = 5 mA: UCE sat = 0,6 V
Gleichstromverstédrkung >
bei UCE =20V, IC = 25 mA: B = 50
Transit-Frequenz N
bei Uy = 10 V, I, = 10 mA, £, = 35 MHz: oy E4 60 MHz
Rickwirkungskapazitédt <
bei UCE =30V, IC =0, f =1 MHz: Cl2e = 1,6 pF
150 VX 73 01357 150 l T VX 73 01358
Uge=10V
B i fy 9y =25°C
Uge =20 V {MHz) fy =35MHz
9y =25°C
100 100
[
TN\ LA
anl \ // \
\
50 50
\
™
01 10 Ic(mA) 100 01 2 5 10 Ic(mA) 20

Dieses Datenblatt %bt keine Auskunft Gber Liefermbglichkeiten. 3

Die angegebenen Daten dienen aliein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriiche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit trifft.

Es wird keine Gewahr {ibernommen, daB die angegebenen Schaltungen oder Verfahren frei von Schutz-
rechten Dritter sind.

Ein Nachdruck — auch auszugswelse — ist nur zuldssig mit Zustimmung des Herausgebers und mit
genauer Quellenangabe.
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BF 820
BF 822
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BF 821
BF 823

SILIZIUM ~ PNP - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSISTOREN,
mit Komplementdrtypen BF 820 / BF 822 fiir Video-B-Endstufen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SO0T-23,
23A3 DIN 41 869

Stempel: BF 821: 1W

BF 823: 1Y — 32_.
MaBangaben in mm. 0.15 1:9——
\70'.09 0.95
4~ i L f
5 01 ;
max [E | B 1L&25
10°L‘ )100 Ic_ 1.2 max
maxk TN #max 3 [} ‘
':Q‘IXJ b _..0‘_ VX 72 0321.1
max 048251
Draufsicht
Kurzdaten: BF 821  BF 823
Kollektor-Sperrspannung _UCB o = max. 300 250 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _UCE R = max. 300 v
-UCE o = max. 250 V
Kollektorstrom, Scheitelwert —IC M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei $U é 35°C Ptot = max. 310 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung >
bei --UCE =20V, -IC = 25 mA B = 50
Transit-Frequenz >
bei -UCE =10V, --IC = 10 mA fT S 60 MHz

1.85
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BF 821
BF 823

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0s

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei BBE = 2,7 kQ:

bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei 9y < 35%: 1)
Sperrschichttemperatur:

Laggrungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und den Anschliissen:

zwischen den Anschliissen
und den Lotfldchen des Substrats:

zwischen den Létfldchen und Umgebung: 1)

BF 821
-UCB o = max. 300
—UCE g = mex. 300
—UCE ¢ = max.
-UEB o = max. 5
—IC AV = max. 50
—IC M = max. 100
Ptot = max. 310
BJ = max. 150
SS = min. -65
°s = max. 150
Behamm = 50
Rth A/S = 260
RBen s/ = 60

1) Transistor auf Keramik-Substrat 0,7 mm von 2,5 cm2 Fldche

400 VX 73 0136
Pioi max
(mW)
300
N
N
200 NC
™
100 A
2
N
0
0 SO 100 Y (°0) 150
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BF 821
BF 823

Kennwerte: bei 8J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
) Kollektor-Reststrom <
bei IE = 0, -UCB = 200 V: -ICB 0 = 10 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom o <
bei RBE = 2,7 kQ, —UCE = 200 V, SJ = 150 C: -ICE R = 10 A
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -IC = 30 mA, —IB = 5 mA: _UCE sat = 0,8 v
Gleichstromverstirkung >
bei _UCE =20V, -Ic = 25 mA: B = 50
Transit-Frequenz >
bei _UCE =10 V, -IC = 10 mA, fM = 35 MHz: fT & 60 MHz
Riickwirkungskapazitdt <
bei -UCE =30V, Ic =0, f =1 MHz: c12e B 1,6 pF
150 VX 73 013 150 _[ I X 73 0136
U= 10V
B fr 9 =25°C
-Ugg=20V {MHz) fy =35MHzZ|
¥ =25°C
100 maaii 100
BEcalimmy
‘ TN
o
S0 \ 50
Y
0 0
1 10 -I¢ (mA) 100 1 H 10 -I.(mA) 20
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BF 821
BF 823
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BF 824

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fiir UKW-Eingangsstufen in Basisschaltung

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-23,
23 A3 DIN 41 869

Stempel: F8

MaBangaben in mm. r-— 3,0_,
0.15 1.9
\70:09 0.95
//S\ ' HT ¢
i [TE [ B8] 1425
max ) "
10°L __jtloc i 1.2 max
maxg N f max 3[] [} ‘
"?ulj\a,&/ - 0__ VX 72 0321.1
max 0487
0,1
Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung —UCB o = max. 30V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 30 V
Kollektorstrom . -IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U § 25°¢C Ptot = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °C
Gleichstromverstirkung >
bei —UCE =10V, —IC = 4 mA B B 25
Transit-Frequenz
bei _UCE =10V, —IC = 4 mA fT = 450 MHz
Rauschzahl
bei -UCE =10 V, -IC =2 mA, f = 100 MHz F = 3 dB

18 VAIVD



BF 824

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung, bei IE = 0: - -UCB o = max. 30 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 30 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: _UfB o = max. 4 VvV
Kollektorstrom: -IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 < 25%: 1) P, ¢ = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur: eJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: SS = min. -55 °C
8 = max. 150 °C
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Ryu S 0,43 K/mW

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm

400 VX 73 0136
Ptof max
(mW)
300 "
N
~
200 —N
1
~
100 P N q
— - ™N R
\\
0 .
0 50 100 J (°C) 150

W
&3



Kennwerte: bei aJ =
Kollektor-Reststgom

bei IE =0, -UCB = 30
Emitter-Reststrom

bei IC =0, _UEB =4
Basisspannung

bei —UCE =10 V, —IC
Basisstrom

bei -UCE =10 V, -IC

bei ‘UCE =10V, -IC
Transit-Frequenz

bei -UCE =10 V, -IC

bei —UCE =10V, —IC

bei -UCE =10 V, -IC
Riickwirkungskapazitdt

bei —UCB =10 V, UBE =
Rauschzahl

bei -UCE =10V, -I

und gg = 16,7 mS:

bei -U,, =10V, -1

und ggcg 6,7 mS, -jgg
Vierpol-Koeffizienten

bei —UCB =10 Vv, —IC

84qp = 125 mS '

-C11b = 64 pF =

25°C

Vs -ICB 0
Vs -IEB 0
= 4 mA: —UBE

= 4 mA: -IB
= 1 mA: —IB
=1 ma, fM = 100 MHz: fT
= 4 mA, f, = 100 MHz: £
= 8 mA, fM = 100 MHz: fT
=0, f =1 MHz: C12b
=2 mA, f = 100 MHz
F

= 5 mA, f = 100 MHz

= 5 mS: F
=4 mA, f= 100 MHz:
Vion| = 220 kS [¥210] = 100 m$
P12p 85 P21p = 147

n~

[[PaN

BF 824

80

50

10

760

<
(=
22

350
450
440

nA
paA
oV

160)pA
LA

MHz
MHz

MHz
pF

dB

dB

40 pS
1,25 pF
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BF 824
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BF 824
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BF 824
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BF 840

BF 841

SILIZIUM — NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOREN
Jiir AM-/FM-ZF-Verstirker und AM-Mischstufen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, S0T-23,
23 A3 DIN 41 869

Stempel: BF 840: F 3
BF 841: F 31

MaBangaben in mm. 30_,
2,8
835 iy
g 0,95
7/\ _ ’
0 pE==
max [E | B 1b25
10°F_ 100 ' 1.2 max

max max

3 14

1,1,'\,1 _ L_ VX 72 0321.1

max 30°
max 0448:8,1
Draufsicht

Kurzdaten: BF_840  BF 841
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 40 v
Kollektorstrom IC = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 25%¢ Ptot = max. 300 mw
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 %
Gleichstromverstarkung

bei UCE =10 V, IC =1 mA B = 65...220 35...125
Transit-Frequenz

bei UCE =10 V, IC~= 1 mA fT = 380 MHz

1985 VAIVD



BF 840
BF 841

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0:
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0:
Kollektorstrom:

Gesamtverlustleistung bei 9 $os%: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm

Kennwerte: bei &J = 25%
Kollektor-Reststrom

bei IE =0, UCB =20 V:
Basisspannung

bei UCE =10V, IC = 1 mA:
Basisstrom

bei UCE =10V, IC = 1 mA:

Gleichstromverstidrkung
bei UCE =10 V, IC = 1 mA:
Transit-~Frequenz
bei U., =10V, I. =1 mA
und £3°= 100 MHz:°
Riickwirkungskapazitdt
bei U,, =10 V, I, = 1 mA
wnd £°E 1 MHz: ©

10.85
380

CB 0

12e

([7aN

UCB 0o = max. 40 V
UCE 0o = max. 40 V
UEB o = max. 4 Vv
IC = max. 25 mA
Ptot = max. 300 :w
5J = max. 150 C
8 = min. =55 °C
9 = max. 150 °C
Ry p = 0,48 K/mW
BF 840 BF 841
100 nA
700 (650...740) mV
4,5...15 8...28 A
65...220 35...125
380 MHz
0,3 pF



